
2026 年 9月吉日 

 

第 17 回スマートエネルギー技術研究センターシンポジウム 

開催のご案内 

 
 

豊 田 工 業 大 学 
スマートエネルギー技術研究センター長 
大学院工学研究科 教授 松波 雅治 

 
 
 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
平素は本学の教育研究に対し、格別のご高配とご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。 

『スマートエネルギー技術研究センター』は、未来を担うクリーンなエネルギーと環境科
学技術の創成に貢献することを使命として、2012年度に豊田工業大学の研究機関として発
足致しました。これまで、高効率・低コストの太陽電池の研究開発を中心に「エネルギー
の生成」「エネルギーの制御」「エネルギーの変換・貯蔵」に関する研究を統合的に進め、
定期的にシンポジウムを開催してまいりました。 
今回、来る 10 月 29 日（木）に同センターのシンポジウムを開催いたします。本学のセ

ンター活動に関する研究報告をするとともに、2 件の招待講演を予定しています。招待講
演では、東京大学 教授 内田氏から「量子コンピュータの実現へ向けた極低温エレクトロ
ニクス」という題目で、キオクシア株式会社 鬼頭氏から「AI 時代を支えるフラッシュメ
モリの現状と展望」という題目で、それぞれご講演いただきます。また、ご講演後は、ポ
スターセッションにてセンターを構成する各研究室の研究報告を予定しています。 
皆さまには万障お繰り合わせの上、ご参加頂きますようご案内申し上げます。 

敬具 
 

記 
 
・日  時  2026 年 10 月 29 日（木）13 時 30分から 18時 00分まで 
・場  所  豊田工業大学 豊田喜一郎記念ホール  
      （名古屋市天白区久方２－１２－１） 
・お申込み  申込期限：10 月 23 日（金） 
       参加申込フォーム：https://forms.gle/3ramDMRMSsZCmHh66 
・問合せ先  研究支援部 研究協力グループ  
       Mail：research@toyota-ti.ac.jp 
               Tel : 052-809-1723 
 
 

 



 

豊田工業大学 

第１７回スマートエネルギー技術研究センターシンポジウム 

【プログラム】 

 

13:30-13:35  <開会挨拶> 学長 中野 義昭 

13:35-13:40  <センター紹介＞ センター長 松波 雅治 

 

13:40-14:00  <センター研究成果報告 １ > 

「 基板原子ステップが 2 次元層状半導体のエピタキシャル成長過程に与える影響 」 

スマートエネルギー技術研究センター 光電変換デバイス研究室 講師 小島 信晃 

 

14:00-14:20  <センター研究成果報告 ２ > 

「 バンドル構造化による単層カーボンナノチューブのフォノン熱輸送抑制機構 」 

スマートエネルギー技術研究センター 機械材料物性研究室 准教授 志賀 拓麿 

 

14:20-14:40  休憩 20 分  

 

14:40-15:40 <招待講演 １ > 

「 量子コンピュータの実現へ向けた極低温エレクトロニクス 」 

東京大学 大学院工学系研究科 マテリアル工学専攻 教授 

内田 建 氏 

 

15:45-16:45 <招待講演 2 > 

「 AI 時代を支えるフラッシュメモリの現状と展望 」 

キオクシア株式会社 先端メモリ開発センター センター長附 

鬼頭 傑 氏 

 

16:45-18:00 <ポスターセッション> 

18:00 閉会 

 

  



招待講演概要 

 

「量子コンピュータの実現へ向けた極低温エレクトロニクス」  内田 建 氏 

量子コンピュータの大規模化には、極低温で動作する量子ビットと室温電子回路との間を
接続する高性能な極低温 CMOS（Cryo-CMOS）の実現が不可欠である。しかし、4 K付近
では不純物凍結やホッピング伝導など、室温では現れない物理現象が顕在化し、デバイスお
よび回路特性に大きな影響を及ぼす。本講演では、まず量子コンピュータにおける Cryo-
CMOS の役割と要求性能を概説する。続いて、高濃度ドープ Si におけるホッピング伝導に
起因した複素インピーダンスの発現、不純物イオン化遅延による MOS デバイスの過渡応
答、さらに可変範囲ホッピング（Variable-Range Hopping）に基づく極低温伝導モデルにつ
いて紹介する。これらの研究を通じて、極低温 CMOS では基板・ウェルの電気伝導や過渡
応答、不純物のイオン化時定数などを従来モデルから見直す必要があることを示し、量子コ
ンピュータ向け読み出し・制御回路の高精度設計に向けたデバイス物理の最新の取り組み
を紹介する。 
＜略歴＞ 
1995 年 株式会社 東芝（研究開発センター） 
2008 年 東京工業大学 大学院理工学研究科 電子物理工学専攻 准教授 
2012 年 慶應義塾大学 理工学部 電子工学科 教授 
2018 年 東京大学 大学院工学系研究科 マテリアル工学専攻 教授 

 
 
「AI 時代を支えるフラッシュメモリの現状と展望」   鬼頭 傑 氏 

生成 AI の急速な進化と社会実装の拡大に伴い、大容量・高速・低消費電力なフラッシュメ
モリへの要求が一層高まっています。本講演では、まず NAND 型フラッシュメモリの基本
的なセル構造と書込み・消去・読み出しの動作原理について概説し、その基礎的事項を整理
します。次に、従来の 2 次元平面構造が微細化による高密度化の限界に直面したことを背
景に、3 次元化へと至った技術的経緯を振り返ります。特に、一括加工という考え方により、
コスト増を抑えつつ積層による高密度化を実現してきた点に着目し、現在主流となってい
る 3 次元フラッシュメモリのプロセス技術を紹介します。さらに、今後のさらなる高密度
化に向けて検討されている構造、製造プロセスに関する技術動向を取り上げ、次世代不揮発
性メモリの展望について述べます。 
＜略歴＞ 
1996 年 (株)東芝入社 デバイス技術研究所にてDRAM デバイス開発業務に従事。 
2005 年 ＳｏＣ研究開発センター先端メモリデバイス技術開発部にて Post NAND 開発 

業務に従事。 
2006 年 3 次元フラッシュメモリデバイスのコンセプト実証及び開発業務に従事。 
2011 年 先端メモリ開発センター先端メモリ技術開発部に異動後、BiCS FLASHTM製品 

開発業務に従事。 
2015 年 四日市工場第一フラッシュ製品技術部に異動後、BiCS FLASHTM Gen.2 量産立 

上げ業務に従事。 
2016 年 先端メモリ開発センターに異動後、製品開発及び次世代要素技術開発業務などに 

従事。 
2017 年 東芝メモリ(株) (現キオクシア)に分社後も継続して開発業務従事、現在に至る。 
 


